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 يبا استفاده از تکنولوژ هیپا یحساب يمدارها يادهسازیو پ یطراح : عنوان

MTJ(Magnetic Tunneling Junction)  

  سید عاطفه میرناصري:  سخنران
  

 

  چکیده:

با  شدههیتعب يهاستمیبه سرعت درحال رشد است. با گسترش س يهادمهیدر صنعت ن تالیجید يمدارها يسازتراکم و مجتمع شیافزا

در  یو حساب یمنطق ياست. واحدها افتهی شیو توان کم افزا ریقطعات با تاخ یسازنده به طراح يهاشرکت شیگرا ن،ییپا یمصرف توان

پردازنده  کی. نقاط داغ (از نظر توان و دما) در کنندیآنها مصرف م گرید يتوان را نسبت به اجزا نیشتریب شده،هیتعب يهاپردازنده

 ییبالا تیتوان از اهمکم یحساب يمدارها یطراح نیبنابرا باشد،یم یو حساب یمنطق اتیحال انجام عمل در است که یقسمت شده،هیتعب

 زیکوچک شدن سا يجهیتراکم در نت نی. اشودیدوبرابر م بایماه تقر 18 مجتمع هر يمدارها برخوردار است. طبق قانون مور، تراکم

 یطراحان، بر طراح رایبه بار خواهد آمد. اخ یآن توان نشت رویو پ ینشت انیجر شیافزا ز،یکاهش سا نیا يجهیاست. در نت ستورهایترانز

 ستایمصرف توان ا ر،ینظ یها از خواصالمان نیاند که اتمرکز کرده کینترونیاسپ يهابا استفاده از المان تالیجید يمدارها يسازادهیو پ

ها است که براساس جهت چرخش الکترون کیروننتیالمان اسپ کی MTJ برخوردار هستند. يزیربرنامه تیبودن، قابل رفراریغ ارکم،یبس

 یدر طراح تواندیم یاتاق به راحت يو عملکرد در دما CMOS با يسازگار تیاز خاص يبرخوردار لیالمان به دل نی. اکندیعمل م

اعم از مشکل اتلاف  يتکنولوژ نیبر ا یمبتن مدارات مشکلات يشده و تاحدود بیترک CMOS يستورهایبا ترانز یحساب يمدارها

 تیب کی توانیحافظه است که م سلول کی MTJ را برطرف کند. هر رهیفرار بودن و غ ،یخروج رهیذخ يبرا ازیتوان، حافظه مورد ن

پروژه  نی. در اردیگیم صورت یمختلف انیجر شرانیپ يو مدارها ينوشتار يهاها با روشسلول نیداده در آن نوشت. عمل نوشتن در ا

ساز  و فشرده کنندهجمعتمام يهاسلول ه،یپا یمنطق يمدارها یدر طراح CMOS يستورهایبا ترانز یبیبه صورت ترک MTJ يهااز المان

و مدار  ينوشتار روش نسبت به د،یجد انیجر شرانیو مدار پ يکننده ارائه شده با روش نوشتارجمعاستفاده شده است. سلول تمام 2به4

 2 به4 سازفشرده نیبهبود داشته است. همچن يدر انرژ 94,82% و ریدر تاخ 85,79% ،یر توان مصرفد 63,57% نیشیپ انیجر شرانیپ

 برخوردار يبهبود در انرژ 59,96%و  ریبهبود در تاخ 25,68% بهبود در توان، 46,12% از نیشیساز با طرح پشده نسبت به فشرده یطراح
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